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теля обычно использую низкотемпературную плазму [1]. Существуют 
различные типы установок: RIE (системы реактивно ионного травления), 
PECVD (специальные системы, разработанные для производства пленок), 
ALD (система атомно слоистые осаждения). К преимуществам примене-
ния в микро- и наноэлектронике плазмохимического реактора относятся: 
плазмохимические процессы легко моделируются, управление низкой 
температурой производят при помощи электродинамических методов, все 
процессы в реакторе одностадийные. 
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Плазменную технологию часто называют «сухой» очисткой с исполь-

зованием ионизированных газов в вакуумных камерах. Плазма имеет дело 
с загрязнениями в нанометровом диапазоне на поверхностях подложек и 
пластин, что придает необходимые физические и химические свойства 
поверхности [1]. 

Процессы модификации поверхности можно поделить на четыре кате-
гории: 

• Удаление загрязнений. Удаление поверхностного загрязнения вклю-
чает использование физической или химической энергии плазмы для уда-
ления загрязнения микронного уровня. В этом процессе используется аб-
ляция, когда положительные ионы бомбардируют поверхность. Процесс  
абляции может удалить загрязнения с поверхности и сделать поверхность 
шероховатой в атомном масштабе. 

• Активация поверхности. При активации поверхности плазмой ис-
пользуются газы, такие как кислород, азот, аргон, водород, которые при 
воздействии плазма, будет диссоциировать и реагировать с поверхностью, 
создавая различные химические функциональные группы на поверхности. 
Это способствует улучшению адгезии.  

• Травление. Характеризуется химической реакционной способностью 
разряда. В процессе травления используются исходные газы, которые 
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диссоциируют в плазме, создавая смесь высокореактивных частиц.  
Преимущество этой химической плазмы – ее химическая селективность. 

•Перекрестное сшивание. В плазменном сшивании используются 
инертные газы, такие как аргон или гелий для удаления некоторых видов 
атомов с поверхности, и генерирует реактивные поверхностные радикалы. 
Эти радикалы вступают в реакцию внутри поверхности, образуя химиче-
ские связи, что приводит к образованию поперечных связей на поверхно-
сти. Такой подход применяется на полимерных подложках [2]. 
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В производстве тонкопленочных и полупроводниковых структур ис-
пользуются группы подложек, которые часто имеют прямоугольную фор-
му размерами 60×48 мм или 120×96 мм и рассчитаны на одновременное 
изготовление до нескольких десятков идентичных изделий, причем свой-
ства напыляемой пленки должны быть одинаковы на всей площади груп-
повой заготовки. 

Электронно-лучевое напыление идеально подходит, когда не требует-
ся высокая производительность, но необходима система для напыления 
широкого спектра материалов различной толщины на разнообразные под-
ложки.  

Метод наиболее универсален для производства изделий большой но-
менклатуры. Его существенный минус – низкая производительность.  
Однако установку электронно-лучевого напыления можно оснастить си-
стемой перемещения подложек, увеличив этот параметр, но снизив уро-
вень номенклатуры изготавливаемых изделий. 

Установка STE EB65G – производственная автоматизированная  
система электронно-лучевого напыления в высоком вакууме, обеспечи-
вающая нанесение высококачественных многослойных тонкопленочных 
покрытий одновременно на групповую партию пластин. 

Особенностью установки является двухкамерное построение, при ко-
тором нижняя камера, в которой установлен испаритель, может герметич-


